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Integrierte Scholtkreise

Stotischer Schrei b- lese- Speicher

Stotic rondom qccess memory

Integroted circuits

U215D
U 22SD

Stotischer 1024X1 Bit Schreib-Lese-soeicher
(sRAM)

- n-Konol-Silicon-Gote/ED-Technolooie
Speichermotrix mit 32 Zeilen und 32 Spolten
Adreßeingongsscholtung für 10 Adressen
Spoltendekoder mit Schreib-/Leseverstörker
Zeilendedektor
Ein-/Ausgo besteueru ng
Su bstrotvorspo nn u ngserzeug u ng
open-dro.in-Ausgong r U 215 D
Tristote-Ausgo ng: U 225 D

Stotic 1024x,l bit rondom occess memory

- n-chonnel silicon gote technology

- memory motrix with 32 rows ond 32 columns

- oddress register for 10 od,dresses

- column decoder with reod/write-omolifier

- row decoder

- input-output-unit

- generotion of sustrot voltoge

- open droin output: U 215 D

- tri stote outputr U225D

Grenzdoten (bezogen ouf Uss)
mox. rotings (relotive to Uss)

Betriebsbedingungen (bezogen ouf Uss)
operoting conditions (relotive to Uss)

Info rm otion sdoten
chorocteristics

Ucc
Ur

Uo
lo
Pv

: -0,5...7V: -0,5...7V: -0,5..,7V
) 20mA
< 1W

Ucc
Uru

Urn

8o

:4,75.,.5,25V
: -0,s...0,8V:2V,.. Ucc
:0...70"C

lcc ( 100 mA
tA ( 85ns
Cr (.5pF
Co { 8pF

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

21

23

22

21

20

t9
t8
17

16

15

14

13

U551D

U 215 D, U225D

u55sc

Pin-Anzohl
number
of pins

nlr 12.o, Tvp

16 17,5

24 27,5
19,5

32,0

7,5 u 2r5 D, U 225 D
15,0 u s51 D, u 555 c
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Integrierte Scholtkreise Integroted circuits

Tvp

23
22

3
4

2A
29
30
31

32
Sril

34
35

36
37
38
39
40
4l
42
43

I
2

13
't4

15

't6

17

18

19

20

25
26

40
4t
42

1

2
3

4
33

39
43
44

32
38

s3
s2
st
f2

orö
tÄr
oA-2

fr3
iler
orf,
DA-
D7t
oa8
ffi
oAiö
mn
füz
fü5
für
mi5

ßl
n2
R3

uss

25
26

21

27

5
20K2W

ffi
ftw
KIP

RZF

laxo
[iRr
Ri
M-xr
ulffil
uxs
tni6
M-Rt

üm
MRO

MKö
M-fti
ffiit
MKl3
WBF

F1

s4
s3

uas

ucc
K3BO

K3B1

K3B2
K3B3
K2B7
K286
X285
X284
K283
K2B,2
K281
K2g0
KI 87
K1 86
Kl 85
KI 84
K1 83
Kl82
XI BI
K1 BO

F2

s2
5i

ucc
AEIN
SESPN

SESPH
ANSYS
selo
zs
ZEH
ZEN
rnx
UAt.lF
UERKE

OAUS
FKT

OEIN

TI

ANF
ANIE
GENLO

ÄSc,Ew
R4

SYNE
6At
öÄ16

6
7

I
9

10

tl
12

13

l4
15

16

17

t8
19

17
46
43
14

b
7

I
9

10

1r

12

34
35
36

30

21

22
23

2e

47

27

31

45
46

29
37

u830c

u834c

Pin-Anzohl
number
of pins

nlr 12rot

48 58,2 60,0 14,8 u830c, u834c
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0pto-electronics

__r
rcs I Oploelektronik

VQA 16

VQA 26
VQA 36
VQA 46

VOA 10
I veR rs
i \/QA 13-1
I voA 23

VQA 33

se
tse

r
r

or

tse

tse
luse

tr

il

tse

:"
f
tr

tse

JSe

ronge
, The

VQA 14

VQA 24

VQA 34

VQA 17

VQA 27

VOA 37

VQA 47

i

I

i
I

I

I

t



Dioden

S i - G I eidr ridrterd iod en

Si-rectifier diodes

-t
Diodes

rtp elektrische Kenndoten
electricol chorocteristics

Unvrm Unnm Ursv

V

lrsm

A

In 7)

mA

Rrh 1c

Rthlo *

K/W

klrvy s) lrlrv;1 6) lrln,nsy lrnN

AAAA

Ur

sY 170/1
sY 170/2
sY 171/1
sY 171/2

sY 180/1
sY 180/2
5Y 180/4
sY 180/6
sY 180/8
sY 180/10
sY 180/12
sY 180/14

sY 181,/1

sY 181/2
sY 181/4
sY 181/6
sY 181/8
sY 181/10
sY 181/12
sY 181/14

sY 320/0,75
sY 320/1
sY 320/2
sY 320/3
sY 320/4
sY 320/s
sY 320/6
sY 320/7
sY 320/8
sY 320/10

sY 351/0s
5Y 3s1/1
sY 351/2
sY 3s1 /3
sY 3srl4
sY 3s1 /6
sY 3s1 /8
5Y 3s1l10
sY 351 /1 2

sY 351/14

100

200
100

200

70

140
280
420
560
700
840

980

70
140

280
420

560

700

840

980.

75

100

200
300
400

500
600
700
800

1 000

70

140

210
280
420
560

700
840

980

t8 t)

17 i0) <125 39 100

47 250

<8
<6
<8
<6

<1,3 <5

<1,2 <0,15

<1,2

<1,1
<5,92l

.<1,1

<1003).

100

200
400
600
800

1 000

1 200
1400

100

200
400

600
800

1 000

1 200

1 400

100

130

260
390
520
650
780
910

1 040

1300

50
10c

200
300
400

100

200
400

600

800
1 000

1200
1 400

100

200
400

600

800

1 000

1200
1 400

110

150

300
450
600

750
900
1050

1200

1500

EN

100

200
300

400

30162)

0,953)

0,94) 3,1

600 600

800 800
1000 1000

1200 1200

1400 1400

1)

2'

3)

1)

bei R-Lost
mit KühlkörPer K 10

Vo'lle Lönge
Ansdrlu8dröhte ouf 10 mm gekürzt

5) 01:45oC
6) 0G: IOO'C
z) bei 120"C
8) bei 150'C
r) direkt eingepreßt in Kühlkörper K 10
10) mit Gewindeodopter und Kühlkörper K 10

1) with resistive lood
z; with heot sink K 10
r) with oll length
a) wires shorted to 10 mm
5) 06:45oC
6) 0c: 100oC
7) ot 120.C
8) ot 150'C
e) directly pressed into heot sink K 10
10) with threod odopter ond heot sink K 10



Dioden

Si-Gleichrichterdioden

Si-rectifier diodes

Diodes

Ivp
elektrische Kenndoten
electricol chorocteristics

Unwr.r

V

Unr,r.r

V

UnsN h(rv)5) lr(rvi)6) lr(nrs)

AAA

I rnu

A

h7)Ur

mA

Rthlc

Rth 1o 
*

K/W

sY 360/0,s
sY 360/1
sY 360/2
sY 360/3
sY 360/4
sY 360/5
sY 360/6
sY 360/7
sY 360/8
sY 360/9
sY 360/10

35

70
140
210
280
?qn

420
490
560

630

700

50
100

200
300
400

500

600

700
800

900

1 000

50
100

200
300
400
500
600
700
800

900
1000

0,94)

3,1 <1,2 <0,38) <115'

4)

s)

5)

7)

8)

Anschlußdröhte ouf 10 mm gekürzt
r9o : 45 oC

r9o : 100 "C
bei 120oC
bei 150'C

sY 170/1
sY 170/2
sY 171/i
sY 171/2

sY 170, SY 171

'- Kennzeichnuno

r) wires shorted to 10 mm
5) do:45oC
6) 8":100'C
z) ot 120.C
8) ot 150"C

Katodenanschluß
( Farbring )

Kennzeichnung

Gehäuse aus
selbslöschendem
Kunststoff

Anodenanschluß

E

e !o.z

Gehäuse aus
selbstlöschendem
Kunststoff

Anodenanschluß

sY 180 sY i81

SY 360sY 320, SY 351



Dioden

Sdrnelle Si-Gleidrridrterdioden

Fost recovery Si-diodes

Diodes

Tvp elektrische Kenndoten
electric chorocteristics

Urrm
V

Unwm'
V

Urm

V

ln nm

mA
trr
ps

lr1rv1

A
lrnm lrlnrsl
AA

Rthio

K/W

5Y 330/1

sY 330/2
sY 330/4
sY 330/6
sY 330/8
sY 330r'10
sY 330/12
sY 330/rs
sY 330/18
sY 330/20

sY 345i0s
sY 34sl1
sY 34s/2
sY 345/4
sY 345/6
sY 345/8
sY 345/10

sY 185/1

sY 185/2
sY 185/4
sY 185/6

sY 186/0s
sY 186/1
sY 186/2
sY 186/4
sY 186/6

252)
2521

252) 150

222',)

16,5 2)

0,34) 651

0,65)

0,3 4) <1,1

100

200
400

600
800
1 000
1200
1 500
1 800

2000

50

100

200
400

600

800

1 000

100

200
400

600

50

100

200
400

600

70
140

280
420
560

700

840

1 050

1260
1 400

35

70

140

280
420

560

700

70
140

280
420

35

70
140

280
420

0,46
0,43
0,37
0,32
o,29
0,27
0,24
0,21

0,17
0,1 6

1,4

1,4

1,4

I,J
t,a
1,1

1,"1

25

<2,4 <152) <0,5 <1153)

<1,2 <0,3 1) <0,5 4) <1oo
_-.<1 5) <60

39

39

<1,5

={1,5

<7

<7 1)

4)

5)

?

1)

2)

3)

4)

s)

6)

r)

2')

3)

bei 120"C
bei 100"C
volle Lönge
empfohlener Wert

Si-Avelqndre-Dioden

Si-oYelqndre diodes

Gruppe K

Gruppe L
mit Kühlkörper

ot 120"C
ot 100'C
full length

group K

group L

with heot sink
reommended volue

Tvp Kenndoten
chorocteristics

Un,wN

V
Urnu
V

U(en)
V

h(rv) 1) h(ev) 2) h(rus)
AAA

pnsu I Rrh;c

kW mA KlW
lrrN
A

sY 180/64
sY 1E0/84
sY 180/104
sY 180/t24
sY 180/14A

30

420

560

700
840

960

600

800
1000

1 200

1 400

>800
:X100
>1400
>1600
>1900

16 !) 47

1) 0o:45oC 2) 0" : 100 oC

259 10 <5 <1,1

3)

3)

mir Kühlkörper K 10

with heot sink K 10



Thyristoren

5i-Thyristoren

Si-thyristors

Thyristors

Ivp Kenndoten
drolocteristics f' oo:25oc

Rthlc

K/W

Ucr lcr ln Ur ts, tq

VmAmAVPstts

Urrm lr(ev)
Uor,r
VA

lr(Nrs) lrnN

AA

<615

100

200
300 3 4,5

400
500
6m

<20 <1,E 1) <10 <100<3 <20

sT 103/1
sT 103/2
sT 103/3
sT 103/4
sT 1fu/5
sT 103/6

l) lr: 104

sY 330. sY 345

Katodenanschluß
( Farbring )

Kennzeichnung

Gehäuse aus
selbslöschendem
Kunststoff

Anodenanschluß

sY 186sY 180 A, SY 185

113



Herousgegeben vom VEB Holbleiterwerk Fronkfurt (Odefl

Leitbetrieb im VEB Kombinot Mikroelektronik

Abteilung Werbung und Messen

Redoktionsschluß: 15. 9. 1981

Aus der in diesem Heft gegebenen Ubersicht über unsqr Fertigungsproglomm

können keine Verbindlichkeiten zur Lieferung obgeleitet werden'

f-6-l NT Ffo. 5835 b-281 As o5/o37/82
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